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Tipos de interaccion - 1
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Figure 4 Elastic collision. Figure 5 Bremsstrahlung.



Tipos de interaccion - 2
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Figure 6 Photoelectric effeé @and@lear photoelectric effect (b).
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Figure 7 Compton scattering. Figure 8 Pair production with subsequent annihilation.



Tipos de interaccion — 3

Figure 11 Radiative capture of neutrons. Figure 12 Fission by neutrons.
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Modelo simple (1D)

El potencial de Kronig-Penney

T

Las solucionespara Ky E a la ecuacion de
Schrodingerceon.este potencial infinito periddico son las
que satisfacen:
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coska=F = Gf;_ﬁﬁ‘ sh absin B(a—b)+cosh abeos Bla—b)

Donde a:—w and }3=_"2]:“E



En el caso de potenciales tipo delta

EDEEE{I=F=PSH1}&I+EDEJ&I ( ﬁsmmdic*:m}%b“_ )
Ba P 7’

Solucion grafica al potencial de Kronig-Penney para a = 1nmy
V,b = 0.2 nm-eV. Se muestra la energia E, versus ka/z y F, que debe ser
igual a cos(ka), de donde se pueden identificar las zonas permitidas.
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Un semiconductor es un material ‘euyos niveles electronicos tienen una
estructura de bandas: una bamga de valencia, un salto de energia del orden de
1 eV y una banda de condu&cion.
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Diagrama de bandas de energia para (a) Ge, (b) Si and (c) GaAs (arsenuro de galio)

Energia como funcién de 4, a lo largo de las direcciones cristalograficas principales. Hay
bandas completas, vacias y parcialmente llenadas. Se puede simplificar puesto que el
comportamiento del semiconductor esta gobernado predominantemente por los electrones
de la mas alta banda casi llena y de la mas baja banda casi vacia. Esto esta indicado con los
signos + y -, que corresponden a la carga de los portadores en esas bandas.



Table 10.1. Some physical properties of silicon and germanium

Si Ge

A}tomic number Z - \{\ 32
Atomic weight A’ 2 ERXS) 28.1 72.6
Density [g/¢m?] : : '0\ C)b v 2.33 5.32
Dielectric constant (relative) CQ Q- 12 16
Intrinsic resistivity (300 K) [Qem] . 0 (& 230000 45
Energy gap 300K) [eV] Q\\f 1.1 0.7
Energy gap (0K) [eV] Q/Q} ) \Q}Q 1.21 0.785
Electron mobility (300 K) [ s 1350 3900
Hole mobility (300 K) [cm?/¥s] &b 480 1900
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Impurezas
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=== den\@ rgy

http://jas.eng.buffalo.edu/education/semicon/recombination/indirect.html
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Detectores de semiconductor
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_||._-_.| InSb 1.0-7.0

InSb (77K) 1.0-5.6
HgCdTe (77K) 1.0 -25.0

La radiacion eleva un electron de la banda de valencia a la banda de conduccién
dejando una vacancia. Expuestos a un campo externo, se produce una corriente
que puede ser convertida en un pulso eléctrico.



Resolucion

Espectro gamma de una fuente de 99Co
N I8 tomada
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Aplicaciones

Los fotones y particulas gargadas ionizan la materia
» Gases: se producen pares electron-ian
« Semiconductores: se crean pares electron-vacancia

* Permiten medir posicion y energia
 La energia de creacion de pares en semiconductores es
menor que en gases

* La alta densidad de lossdlidos significa gran probabilidad
de interaccion

« Son facilmente integrables a circuitos.



Fisica de altas energias

Cada tira de detectores tipo
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Astronomia de rayos X

MPE-XMM-LCD

vy Verston 1 =

Spectroscopy of cosmic x-ray sources
Fully depleted pn-CCD on ESA’s x-ray multi-mirror mission (XMM)



XRF-Analyse (X-Ray Fluorescence)

F I u O re Sce n C i a Untersuchung eines Leichentuchs

(Antinopolis, Ill. Jahrhundert n.Chr., Vatikanische Museen)

por rayos X

Photographie des Detektor-Moduls
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Espectro del suelo de Marte

:
Energy resolution of

f\ 160 eV FWHM at 5.9 keV
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